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[57]申請專利範圍
1.　一種形狀記憶發泡材料，是由至少一形狀記憶共聚酯與至少一高分子材料以重量比 15：

85至 85：15的比例混練後經由發泡製程而形成者，其中該形狀記憶共聚酯的結晶度高
於該高分子材料，該形狀記憶共聚酯之黏度[η]為 0.3至 0.8dL/g，玻璃轉換溫度在攝氏 30
度至 100度之間，熔點在攝氏 170度至 250度之間，啟動溫度為攝氏 30度至攝氏 70度，
該形狀記憶共聚酯的結晶度為 80-90；該高分子材料的結晶度為 0-30，該高分子材料選
自於乙二醇改質之聚對苯二甲酸乙二醇酯、聚乳酸酯、聚己內酯、聚氨酯、聚醚酯、聚

戊內酯、聚羥基烷鹽、直鏈脂肪族共聚酯及其組合物所組成之族群者，且該形狀記憶共

聚酯是由二酸類化合物以及過量的二醇類化合物進行酯化與聚縮合反應而得之無規的共

聚酯，其中：該二酸類化合物包括：30至 99莫耳%之至少一芳香族二羧酸；以及 70至
1莫耳%之至少一碳數為 4至 10之直鏈脂肪族二酸或含醯亞胺基之二酸；以及該二醇類
化合物包括：至少一碳數為 2至 10之直鏈脂肪族二醇。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之形狀記憶發泡材料，其中該二酸類化合物以及該二醇類化
合物的當量比為 1：1.2。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之形狀記憶發泡材 料，其中該芳香族二羧酸包括對苯二甲
酸、萘二羧酸、二苯基醚二羧酸、二苯基二羧酸、二苯基碸二羧酸以及二苯氧基乙烷二

羧酸。
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4.　如申請專利範圍第 1項所述之形狀記憶發泡材料，其中該含醯亞胺基之二酸之結構如

下：  其中 R為

2至 5個碳的直鏈脂肪族基或是芳香基。
5.　一種形狀記憶型聚合物混合物，包括重量比為 15：85至 85：15之至少一種形狀記憶共
聚酯與至少一種高分子材料，其中該形狀記憶共聚酯的結晶度高於該高分子材料，該形

狀記憶共聚酯之黏度[η]為 0.3至 0.8dL/g；玻璃轉換溫度在攝氏 30度至 100度之間；熔
點在攝氏 170度至 250度之間；啟動溫度為攝氏 30度至攝氏 70度，該形狀記憶共聚酯
的結晶度為 80-90；該高分子材料的結晶度為 0-30，該高分子材料選自於乙二醇改質之
聚對苯二甲酸乙二醇酯、聚乳酸酯、聚己內酯、聚氨酯、聚醚酯、聚戊內酯、聚羥基烷

鹽、直鏈脂肪族共聚酯及其組合物所組成之族群者，且該形狀記憶共聚酯是由二酸類化

合物以及過量的二醇類化合物進行酯化與聚縮合反應而得之無規的共聚酯，其中：該二

酸類化合物包括： 30至 99莫耳%之至少一芳香族二羧酸；以及 70至 1莫耳%之至少一
碳數為 4至 10之直鏈脂肪族二酸或含醯亞胺基之二酸；以及該二醇類化合物包括：至少
一碳數為 2至 10之直鏈脂肪族二醇。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之形狀記憶型聚合物混合物，其中該二酸類化合物以及該二
醇類化合物的當量比為 1：1.2。

7.　如申請專利範圍第 5項所述之形狀記憶型聚合物混合物，其中該芳香族二羧酸包括對苯
二甲酸、萘二羧酸、二苯基醚二羧酸、二苯基二羧酸、二苯基碸二羧酸以及二苯氧基乙

烷二羧酸。

8.　如申請專利範圍第 5項所述之形狀記憶型聚合物混合物，其中該含醯亞胺基之二酸之結

構如下：  其中 R為 2

至 5個碳的直鏈脂肪族基或是芳香基。
9.　一種形狀記憶發泡材料的製造方法，包括以重量比 15：85至 85：15的比例混練至少一
形狀記憶共聚酯與至少一高分子材料，其中該形狀記憶共聚酯的結晶度高於該高分子材

料，且該形狀記憶共聚酯是由二酸類化合物以及過量的二醇類化合物進行酯化與聚縮合

反應 而得之無規的共聚酯，其中：該二酸類化合物包括：30至 99莫耳%之至少一芳香
族二羧酸；以及 70至 1莫耳%之至少一碳數為 4至 10之直鏈脂肪族二酸或含醯亞胺基
之二酸；以及該二醇類化合物包括：至少一碳數為 2至 10之直鏈脂肪族二醇；以及進行
一發泡製程。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之形狀記憶發泡材料的製造方法，其中該二酸類化合物以及
該二醇類化合物的當量比為 1：1.2。

(2)
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11.   如申請專利範圍第 9項所述之形狀記憶發泡材料的製造方法，其中該芳香族二羧酸包括
對苯二甲酸、萘二羧酸、二苯基醚二羧酸、二苯基二羧酸、二苯基碸二羧酸以及二苯氧

基乙烷二羧酸。

12.   如申請專利範圍第 9項所述之形狀記憶發泡材料的製造方法，其中該含醯亞胺基之二酸

之結構如下： 

其中 R為 2至 5個碳的直鏈脂肪族基或是芳香基。
13.   如申請專利範圍第 9項所述之形狀記憶發泡材料的製造方法，其中該發泡製程包括物理

性發泡製程或化學性發泡製程。

(3)
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